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1. Tutorium:

® Termin: diese Woche

® Abgabe: Aufgabe 1 & 2

® Pro Tutorium kénnen 6 Bonuspunkte erzielt werden

Formelsammlung:
® Verflgbar in llias, bitte herunterladen und benutzen

Probeklausur;
® Donnerstag, 23.07.2020
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PASSIVE KOMPONENTEN

® Widerstand
B Kondensator

® Spule
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® Schaltungsanalyse
® Einschwingverhalten — Betrachtung des Zeitsignals

B Gleichgewichtszustand (Stationare Analyse) — Betrachtung im komplexen
Raum
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® Schaltungsanalyse
® Einschwingverhalten — Betrachtung des Zeitsignals

B Gleichgewichtszustand (Stationare Analyse) — Betrachtung im komplexen
Raum

® Impedanz von passiven Komponenten (aus stationarer Analyse)
® Widerstand: Z, = R

® Kondensator: Z.= —jﬁ

B Spule: Z; = jwL
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Passive Komponenten e e iy

® Schaltungsanalyse
® Einschwingverhalten — Betrachtung des Zeitsignals

B Gleichgewichtszustand (Stationare Analyse) — Betrachtung im komplexen
Raum

® Impedanz von passiven Komponenten (aus stationarer Analyse)

® Widerstand: Z, = R

® Kondensator: Z.= —jﬁ

B Spule: Z; = jwL
® Gleich- und Wechselspannung

e o e

Widerstand 2e:= R 2e=R
Kondensator o= mome ¢ © 2.0
Spule 2,=0 1, >0
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E Reihen — Kennzeichnung von Bauelementen
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® Genormte Folge

® Fir Widerstande, Kondensatoren,
Spulen und Zener Dioden

® n-Reihe: n Werte pro Dekade
® Logarithmische Verteilung

B Stufenfaktor:
k= "1om
ns Z_LI- | m = L{-

IQ: ;\L{' AOLI' = /])({—:] ~, 4|S_
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Aufgabe 1
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Ohmsches Gesetz: U =R -1

a) Rechnerische Bestimmung von U; und U,

1

R, = 2kQ
R, = 8kQ
Uy =10V
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Aufgabe 1
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Impedanz Kondensator: Z = 1/(jwC)

c) Bestimmung von U,

T

I

R; = 2KkQ
R, = 8kQ
Uy=10V
C; = 1yuF
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Aufgabe 1

d) Bestimmung von |u,]|:

Ri
| ®
R, |U2
i & O
R; =2kQ
R, = 8 kQ
Uy =10V+ 2V -sin (wtl
v
Q(e,;d/\ b\)u}/\éd
S.0. S Q.
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e) Bestimmung von |u,| s
lug = WMol Rt tl
Ly
R, A. Beredmv\mo voa |
Re
S e T
R Tl =T
)
U R, == C; u, ) {SNO‘N‘W‘O Von [e_4+%[
. 22 R+ jw CaRLt FL
T Ra A-P,‘)_‘/WC:QI: At 5w Ca 2y
R, = 2kQ
R, = 8kQ
Uy = 10V+@-sin (wt)
C1 =1 lJ.F
fi = 1kHz, f, = 10 kHz, f; = 100 kHz
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Aufgabe 1
e) Bestimmung von |u,| |2
et
lu'l,(: l%o\' lfd4+%l
L2y
R, A. Becedz\mmt) voa 1|
0 L
u * . — T .
0\@ 1 = = | At (0 D)
A+ JWlalty
|:| " T "2 2 BQccc,\Arxwxg von l@/ﬁ'%[ o
_T_ o . ) 21 _ R/“P':)UOC/leL-\- z
Ra ¥ A+5w LT A+ jw ey
R, = 2kQ
R, = 8kQ
Uy =10V + 2V -sin (wt) fi=1kHz | f, =10kHz | f3 = 100 kHz
C1 =1 U.F
f, = 1kHz, f, = 10 kHz, f; = 100 kHz 1Z| 160 Q 16 Q 1,6
|R{ + Z| 2010 Q 2000 Q 2000 Q
|u, | 0,16 V 16 mV 1,6 mV
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f) f, sodass C; als Kurzschluss betrachtet werden kann
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DIODE
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® Grundlagen

® Kennlinie
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a) Wie hangt der Strom I im Idealfall von der Spannung U ab ?

1. Exponentiell
2. Linear
3. Quadratisch
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Aufgabe 2
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a) Wie hangt der Strom I im Idealfall von der Spannung U ab ?

04.05.2020

1. Exponentiell

2. Linear

3. Quadratisch

Aus Formelsammliung:

Durchbruchspamung
-100 Vbis =200V

'UBR

127 ideal
1 Schottky .
10 clhotiky Si
mit Rg
1
mA

(] e (=3 [==]
N f 1 f
y y y y

)

f

Diode
Diodenstrom:

-
e

Jr=Jr,g' |:" ::"I':I

— l] mit Up =

kg -T

£
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Aufgabe 2

/U Kennlinie von:

b) Si-Diode mit Ug, = —120V
o {>| o

c) Z-Diode mit U; = —3,3V
o I El ‘o)
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ANWENDUNGEN DIODE

® Gleichrichterschaltung

B Spannungsstabilisierung
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a) Schaltung, um Sensor betreiben zu kénnen

Sensor als Last:
U.=51V
I, =10 mA
Quelle:
Up=12V
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a) Schaltung, um Sensor betreiben zu kbnnen

/75\\ L
Sensor als Last: \/{,‘ o

U, =51V
I, =10 mA

—
0=

@ v D SenSof

T 5
Vo~ U _ 5,4V
L S
A IL Ao A

Ra

\

Aus Formelsammlung

E 24 — Reihe
10/1,1]1,2]1,3]1,5]1,6]1,8(2,0]22]24]2,7
3033363943 ]47]51]|56]|62|68]|75
8201
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b) ges: AUy, , P bei mittlerem Lastwiderstand

R, I,
Sensor als Last: ,' ,' o
U, =51V

I, variiert > Z;, = 545Q...1,13 kQ
Quelle: Uy C) UL E R,
Uy =12V

Widerstand (aus a):

R, = 680 0 T o
antn “YQA\'QI-
ooy Ruen Sy
UL,rﬂ'ﬂ: UO' Lk £L min A cgo&_(_sq.g&ﬂ l
A, A3 kL

. SRR gy
UL\MO\X AT V ng at /(l 43"1_9-’ 1] L’-S

A UL: 2145\/
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Aufgabe 3
b) ges: AUy, , P bei mittlerem Lastwiderstand
R, I,
Sensor als Last: { | o >
U,=51V
I, variiert > Z;, = 545Q...1,13 kQ
Quelle: U
Up=12V ° <>
Widerstand (aus a): !
R, =680 Q 1 o
- SSELANEE . (s s
N . - - =
il Last widugand R = T
Oga” U U
A } - .
Ve lust leignay: P = mit Jes °
kA
NGNS
- —[gosL
= 42,bmW
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Aufgabe 3 ﬂ(".

C) ges: AU
Sensor als Last: Ry I
U,=51V L * ° >

I, variiert > Z;, = 545Q...1,13 kQ

Quelle:
Up =12V | U, <> R, [U. HRL

Widerstand (aus a):

Ry =390
R, =300 ' : o
L
S e Ry Fe B (p
panmans ' R\ R Pt B L@)

Up= Vo - mL— = o P+t Ry RL = Vo ﬁ4€1_+24'@* El@

R tPL
Ulefr‘\ h— S(OG V % A UL = O(gv
S A4V

U(AMO\X:
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d) ges: Nachteil der Schaltung - Berechnung P

Sensor als Last: Ry I
UL = 5,1 \% |_|II ® o >

I, variiert > Z;, = 545Q...1,13 kQ

Quelle:
Up=12V Ug <> R, |UL HRL

Widerstand (aus a):

R, =390
R, =300 ’ . o
Mittlerer Lastwiderstand (aus b): 1
R, =837,5Q . R4 " P (Rt fZ()
Po = B% mit Vea= Voo oeile TV el € R R
./l
= /112,1(/0 6'83\/
N ~ = AV —688\/: g,/MV
. Umv mit Upp = Vo Upa = 4 l
o= =2
= OL‘BC} N “5—\4.,\
gl -\0‘/\e \/g{[c\j\'\& :
1
o oo Y SV g3 | L
-7 R s
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Aufgabe 3

f) ges: AU,

Sensor als Last:
U, =51V
I, variiert > Z;, = 545Q...1,13 kQ
Quelle:
Uy=12V
Widerstand:
R, =560 0Q
Zener-Diode:
U, =51Vbeil, =3mA

/ oot caejaoLQ - (U2)
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o : UL,min =59V
\ UL,maX =8V
8 “ \ My, min = —3,6 mS
7 \ * My, max = —2,7 MS
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Verlustleistung:

V
\,\)\‘(LUSJV&(\()\ Q-/] : FQA: %l— = W = QQML\J

_ S AV =
s iode . fy= Ta Ve = &mA SV =453
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